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Ref TDR Progress
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ü Add more description of electronics



传感器设计进展 – CSC1-A 
•⽆锡上华CMOS 1P4M⼯艺
•总尺⼨⻓20.000 mm 宽3.486 mm
•电极条⻓19.716 mm 间距 75.5 µm

• 读出电极 n-well宽18µm, n+宽15µm
• p-well宽4 µm, p+宽2 µm

• pad ⾯积 75µm * 180µm
•总道数40道
• n-well通过阱电阻连接到偏压环
•外侧两层n+ guard ring
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CSC1-A：横截⾯
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CSC1-A：纵截⾯
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传感器部分⼩结
•版图已经符合了全部设计规则，基本满⾜交付⼚家⽣产的条件

•  正在进⾏ gds导⼊ TCAD 后仿真验证 

•下⼀步：
•  设计更⼩ pitch 的 A-die 
•  选择合理排布测试 pad 
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TDC 数字建模
•对TDC模块中FIFO进⾏建模
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• FIFO宽度：细计数器8位+粗计数器8位
• FIFO深度：
时钟周期1.28GHz 单个数据写⼊⽤时0.78ns

       若⼀次性突发写⼊100个数据：⽤时78ns
       读出时钟周期640Mhz 单个数据读出⽤时1.56ns

Depth = 78ns/1.56ns = 50



模型仿真
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读⼊时钟：1.28GHz
读出时钟暂时设定为读⼊的1/2 ：640MHz
数据输出时将输⼊的四个数据为⼀组并⾏输出，数据组合顺序输出

• 顺序写⼊个数据2b‘8、 2b’1、 2bd9、 2b’6、 2b‘c、 2b’6、 2bd1、 2b’3， FIFO先后并⾏输出四个数据的组合6918和316c

• 下⼀步⼯作：将TDC的输出与FIFO模块进⾏调试


